
Форма обучения - очная 

Срок обучения - 2 года 

Квалификация - МАГИСТР 

Тип(ы) задач профессиональной деятельности - 

научно-исследовательский 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

высшего образования 

"Новгородский государственные университет имени Ярослава Мудрого" 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по направлению подготовки 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

направленность (профиль) Микро- и наноэлектронные устройства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

на заседани, 

[25 

Год приема 2024 
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1. Примечание: при расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни, которые указаны в календарных учебных графиках на 

текущий учебный ГОД. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не производится. 

2. Условные обозначения: э - СРС и период проведения промежуточной аттестации (экзаменационная сессия); у - практика учебная; х - практика производственная; п - практика преддипломная; 

* - практика в распределенном режиме; к - каникулы; в - выполнение и защита выпускной квалификационной работы; А - ликвидация академической задолженности; 

П- каждый семестр разбивается на 2 цикла. 



_ Объем контактной работы (час) Распределение по семестрам зач.ед./часов 
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Б1 Дисциплины (модули) 51 621 | 216 | 90 |3151 0 |80 121524 198| 15 |117| 12 |90 

Обязательная часть 15 ]35 36 | 99 0 |26 405 |12 108] 3 |27 

1.0.1 [Математическое моделирование устройств и 3 27 9 18 0 э 81 |3 [27 

систем дз 

Б1.0.2 САПР в электронике Е 27 9 18 0 5 81 |3 [27 

дз 

Б1.0.3 Иностранный язык для научно-исследовательской 3 27 0 27 0 3 81 3 |27 

работы зач 

Б1.0.4 Основы научных исследований 3 27 9 18 0 5 81 |3 [27 

дз 

Б1.0.5 Проектный менеджмент Е 27 9 18 0 6 81 |3 [27 

дз 

Часть, формируемая участниками 36 486 | 216| 54 |216| 0 |54 810 |12 |190 | 12 190 | 12 |190 

образовательных отношений 

Б1.У.1 Кристаллофизика 6 81 36 9 36 0 9 135 |6 |45 

экз 

Б1.У.2 роектирование и технология электронной 6 81 36 9 36 0 9 135 6 |45 

компонентной базы экз 

Б1.У.3 Приборы силовой электроники 6 81 36 9 36 0 9 135 |6 |45 

экз 

Б1.У.4 Современные проблемы микро- и нанотехнологии 6 81 36 9 36 0 9 135 6 |45 

экз 

Элективные дисциплины(модули) 12 162| 72 | 18 | 7210 118 270 6 |45 |6 | 45 

Б2 Практика 63 26 0 |261 0 26 2242] 6 |4 |151 8 [18| 8 |24| 6 

Б.О Обязательная часть 27 16 0 |161 0116 95616 |4112]6|6| 432 

Б2.0.1 Практика учебная 27 16 0 16 0 16 956 [61411216 |6|4|3|12 

2дз| |Здз| |2дз дз 

Б2.О.1.1 Научно-исследовательская работа (получение 3 2 0 2 0 2 1061312 

первичных навыков научно-исследовательской дз 

аботы) 

Б2.О.1.2 Практика технологическая 6 2 0 2 0 2 214 6 |2 

дз 

Б2.0.1.3 Практика педагогическая 3 2 0 2 0 2 106 |3 |2 

дз 
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м Объем контактной работы (час) Распределение по семестрам зач.ед./часов 

. 5 = вида о контактной (аудиторной) работы 

Я Наименование блоков, |3 в ыы 
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Б2.О.1.4 Практика педагогическая 3 2 0 2 0 2 106 312 

дз 

Б2.О0.1.5 Практика педагогическая 3 2 0 2 0 я 106 3: | 2 

дз 

Б2.0.1.6 Практика проектная 3 2 0 2 0 2 106 312 

дз 

Б2.0.1.7 Практика проектная 3 2 0 2 0 2 106 312 

дз 

Б2.О.1.8 Практика проектная 3 2 0 2 0 2. 106 312 

дз 

р.У Часть, формируемая участниками 36 10 0 10 0 110 1286 312112] 4 |211 4 

образовательных отношений 

Б2.У.1 Практика производственная 36 10 0 10 0 10 1286 312 |12|4 |211 4 

дз 2дз 2дз 

Б2.У.1.1 Научно-исследовательская работа 3 2 0 2 0 2 106 312 

| ДЗ 

Б2.У.1.2 Научно-исследовательская работа 6 2 0 2 0 2 214 6 |2 

дз 

Б2.У.1.3 Научно-исследовательская работа 12 2 0 2 0 2 430 12. 2 

дз 

Б2.У.1.4 Практика технологическая 6 2 0 2 0 2 214 612 

дз 

Б2.У.1.5 Практика преддипломная 9 2 0 2 0 2 322 912 

дз 

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 38 | 36 |0 2 0 |2 178 6 |2 

Б3.О.1 Выполнение и защита выпускной 6 38 | 36 0 2 0 2 178 6 |2 

квалификационной работы экз 

Факультативные дисциплины (модули) 2 20 10 | 10 0 52 2 |20 
зач 

Всего зачетных единиц в семестре 120 30 30 30 30 

'Аудиторных часов в семестре 433 202 125 98 8 

Экзамены 6 2 2. 2 

Вачеты 1 1 
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Объем контактной работы (час) Распределение по семестрам зач.ед./часов 
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Согласовано: 

Начальник управления образовательных программ 

ИаЗаведующий кафедрой физики твердого тела и микроэлектроники 

.Г. Федотова 

И.С. Телина 
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Форма обучения очная 

Срок обучения 2 года 

Приложение 1: элективные модули 

направление подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 
Год приема 2024 

Квалификация МАГИСТР направленность (профиль) Микро- и наноэлектронные устройства 

Объем контактной Распределение по семестрам зач.ед./часов 

р Я работы (час) о контактной (аудиторной) работы 

ы . |“ по видам 5 
[= РЯ ыы = о 
а Наименование блоков, 8 Я Е Е © — ванятий, включая = ] 2 3 4 & 5. курс курс курс курс 
3 дисциплин (модулей) 2 В Е я [$ ауд. СРС з 5 УР УР УР УР 

© Ян я 
ЕЯ Я Е 2 |н 
ЗЕЕ: ЛЕК ПЗ | лы |? |5 
|= 2 ВЕ ъ 1 7) 3 4 5 6 7 8 
Е 8 Я я Ра сем | сем | сем | сем | сем | сем | сем | сем 

5 

Б1.ЭЛ.1.1 — Физика и технология сверхвысокочастотных 6 45 9 9 36 0 36 | 135 6 | 45 

микроэлектронных приборов экз 

Б1.ЭЛ.1.2  |Теория электронной структуры 6 45 9 9 36 0 36 | 135 6 |45 

полупроводниковых твердых растворов замещения экз 

Б1.ЭЛ.2.1  Полупроводниковые приемники оптического 6 45 9 9 36 0 36 | 135 6 | 45 

излучения экз 

Б1.ЭЛ.2.2 Измерение параметров полупроводниковых 6 45 9 9 36 0 36 | 135 6 |45 

приборов экз 
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Форма обучения очная Приложение 2 

Срок обучения 2 года Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

Квалификация МАГИСТР практик,предусмотренных основной образовательной программой Годопонема, 21024 

направление подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

направленность (профиль) Микро- и наноэлектронные устройства 

КУРС 1 

1 Иностранный язык для научно-исследовательской работы 

2  Кристаллофизика 

3 — Математическое моделирование устройств и систем 

4 — Юсновы научных исследований 

5 — Приборы силовой электроники 

6 — Проектирование и технология электронной компонентной базы 

7 Проектный менеджмент 

8 САПР вэлектронике 

9 — Теория электронной структуры полупроводниковых твердых растворов замещения 

10 Физика и технология сверхвысокочастотных микроэлектронных приборов 

11 Практика производственная 

12 Практика учебная 

КУРС 2 

1 Измерение параметров полупроводниковых приборов 

2 — Полупроводниковые приемники оптического излучения 

3 — Современные проблемы микро- и нанотехнологии 

4 — Практика производственная 

5 Практика учебная 

6 — Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Стр. 1



Форма обучения 

Срок обучения 

Квалификация МАГИСТР 

очная 

2 года 

Приложение 3: планируемые результаты обучения 

по образовательной программе 

направление подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

Страница 1 из 1 

Год приема 2024 

направленность (профиль) Микро- и наноэлектронные устройства 

Модули Планируемые результаты обучения 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б.О Обязательная часть 

Б1.0.1 Математическое моделирование устройств и систем ОПК-2,ОПК-3 

Б1.0.2 САПР в электронике ОПК-3,ОПК-4 

Б1.0.3 Иностранный язык для научно-исследовательской работы УК-4 

Б1.0.4 — Юсновы научных исследований ОПК-2 

Б1.0.5 Проектный менеджмент УК-2,УК-3 

Б.У Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.У.1 Кристаллофизика ПК-1 

Б1.У.2 Проектирование и технология электронной компонентной базы ПК-1 

Б1.У.3 Приборы силовой электроники ПК-1 

Б1.У.4 Современные проблемы микро- и нанотехнологии ПК-1,ПК-3 

Б.ЭЛ |Элективные дисциплины(модули) 

Б1.ЭЛ.1.1 Физика и технология сверхвысокочастотных микроэлектронных приборов ПК-2 

Б1.ЭЛ.1.2 Теория электронной структуры полупроводниковых твердых растворов замещения ПК-1 

Б1.ЭЛ.2.1 |Полупроводниковые приемники оптического излучения ПК-1 

Б1.ЭЛ.2.2 Измерение параметров полупроводниковых приборов ПК-2 

Б2 Практика 

Б2.О.1 Практика учебная ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,УК-1,УК-2,УК-3,УК-5,УК-6 

Б2.У.1 Практика производственная ПК-1,ПК-2,ПК-3,УК-1,УК-2,УК-6 

БЗ Государственная итоговая аттестация 

Б3.0.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ПК-1,ПК-2,ПК-3,УК-1,УК-2,УК-3,УК-4,УК-5,УК-6 



Форма обучения 

Срок обучения 

очная 

2 года 

Квалификация МАГИСТР 

Приложение 4: матрица компетенций 

по образовательной программе 

направление подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

направленность (профиль) Микро- и наноэлектронные устройства 
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Год приема 2024 

Компетенция Семестр Дисциплина 

УК-1 1 Практика учебная : Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

УК-1 12.3 Практика учебная : Практика педагогическая 

УК-1 2 Практика учебная : Практика технологическая 

УК-1 2,3, 4А Практика производственная: Научно-исследовательская работа 

УК-1 2,3,4 Практика учебная : Практика проектная 

УК-1 3 Практика производственная: Практика технологическая 

УК-1 4 Практика производственная: Практика преддипломная 

УК-2 1 Практика учебная : Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

УК-2 1 Проектный менеджмент 

УК-2 1,2, 3 Практика учебная : Практика педагогическая 

УК-2 2 Практика учебная : Практика технологическая 

УК-2 2, 3,4 Практика производственная: Научно-исследовательская работа 

УК-2 2,3. 4 Практика учебная : Практика проектная 

УК-2 3 Практика производственная: Практика технологическая 

УК-2 4 Практика производственная: Практика преддипломная 

УК-3 1 Практика учебная : Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

УК-3 1 Проектный менеджмент 

УК-3 2.3 Практика учебная : Практика педагогическая 

УК-3 2 Практика учебная : Практика технологическая 

УК-3 2,3,4 Практика учебная : Практика проектная 

УК-4 2 Иностранный язык для научно-исследовательской работы 

УК-5 1 Практика учебная : Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

УК-5 1.2.3 Практика учебная : Практика педагогическая . 

УК-5 2 Практика учебная : Практика технологическая 

УК-5 2, 3,4 Практика учебная : Практика проектная 

УК-6 1 Практика учебная : Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 



Форма обучения 

Срок обучения 

Квалификация МАГИСТР 

очная 

2 года 

Приложение 4: матрица компетенций 

по образовательной программе 

направление подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

направленность (профиль) Микро- и наноэлектронные устройства 
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УК-6 ];2,3 Практика учебная : Практика педагогическая 

УК-6 2. Практика учебная : Практика технологическая 

УК-6 2, 3,4 Практика производственная: Научно-исследовательская работа 

УК-6 2, 3,4 Практика учебная : Практика проектная 

УК-6 3 [Практика производственная: Практика технологическая 

УК-6 4 Практика производственная: Практика преддипломная 

ОПК-1 1 Практика учебная : Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

ОПК-1 2.3 Практика учебная : Практика педагогическая 

ОПК-1 Э Практика учебная : Практика технологическая 

ОПК-1 2.3.4 Практика учебная : Практика проектная 

ОПК-2 1 Математическое моделирование устройств и систем 

ОПК-2 1 Юсновы научных исследований 

ОПК-2 1 Практика учебная : Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

ОПК-2 1,2. 3 Практика учебная : Практика педагогическая 

ОПК-2 2 Практика учебная : Практика технологическая 

ОПК-2 2, 3,4 Практика учебная : Практика проектная 

ОПК-3 1 Математическое моделирование устройств и систем 

ОПК-3 1 Практика учебная : Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

ОПК-3 1 САПР в электронике 

ОПК-3 1.2.3 Практика учебная : Практика педагогическая 

ОПК-3 2 Практика учебная : Практика технологическая 

ОПК-3 2, 3,4 Практика учебная : Практика проектная 

ОПК-4 1 САПР в электронике 

ПК-1 1 Кристаллофизика 

ПК-1 1 Приборы силовой электроники 

ПК-1 2 Проектирование и технология электронной компонентной базы 

ПК-1 2 Теория электронной структуры полупроводниковых твердых растворов замещения 
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ПК-1 2,3 Практика производственная: Научно-исследовательская работа 

ПК-1 3. Полупроводниковые приемники оптического излучения 

ПК-1 3 Практика производственная: Практика технологическая 

ПК-1 3 Современные проблемы микро- и нанотехнологии 

ПК-1 4 Практика производственная: Практика преддипломная 

ПК-2 2 Физика и технология сверхвысокочастотных микроэлектронных приборов 

ПК-2 2..3 Практика производственная: Научно-исследовательская работа 

ПК-2 3 Измерение параметров полупроводниковых приборов 

ПК-2 3 Практика производственная: Практика технологическая 

ПК-2 4 Практика производственная: Практика преддипломная 

ПК-3 2.3 Практика производственная: Научно-исследовательская работа 

ПК-3 3 Практика производственная: Практика технологическая 

ПК-3 3 Современные проблемы микро- и нанотехнологии 

ПК-3 4 Практика производственная: Практика преддипломная 
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Факультативные дисциплины (модули): 

1. Личная эффективность и управление временем 
2. Предпринимательство в цифровой экономике 
3. Экономическая безопасность
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